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本发明公开了一种能够保证二次硅料除杂

彻底，工艺简单的二次硅料回收再利用工艺。该

二次硅料回收再利用工艺，包括以下步骤：S1、将

二次硅料，通过打碎装置打碎成小块，小块的最

小直径5mm，最大直径50mm；S2、然后将二次硅料

进行水洗；S3、将水洗后的二次硅料进行碱洗；

S4、将酸洗后的二次硅料进行超声波清洗；S5、将

超声波清洗后的二次硅料进行酸洗；S6、将酸洗

后的二次硅料进行超声波清洗；S7、将超声波清

洗后的硅料晒干，然后采用硅料熔融装置进行去

杂。采用该二次硅料回收再利用工艺工艺简便、

成熟，同时便于彻底去除硅料中的杂质，保证硅

料的二次利用，降低成本。

权利要求书2页  说明书4页  附图4页

CN 110282628 A

2019.09.27

CN
 1
10
28
26
28
 A



1.二次硅料回收再利用工艺，其特征在于，包括以下步骤：

S1、将二次硅料，通过打碎装置打碎成小块，小块的最小直径5mm，最大直径50mm；

S2、然后将二次硅料进行水洗；

S3、将水洗后的二次硅料进行碱洗；

S4、将酸洗后的二次硅料进行超声波清洗；

S5、将超声波清洗后的二次硅料进行酸洗；

S6、将酸洗后的二次硅料进行超声波清洗；

S7、将超声波清洗后的硅料烘干，然后采用硅料熔融装置进行去杂；

所述硅料熔融包括底座(1)以及安装在底座(1)上的熔融炉体(2)；所述熔融炉体(2)具

有内腔，所述内腔内设置有隔板(9)；所述隔板(9)将内腔分割为上部的熔融腔体和下部的

过滤腔体；

所述熔融腔体内安装有熔融装置(7)以及熔液沉淀槽(8)；所述过滤腔体内设置有金属

溶液过滤装置(10)；

所述熔融装置(7)包括保温壳体(71)；所述保温壳体(71)内设置有坩埚(72)；所述保温

壳体(71)的内壁与坩埚(72)之间依次设置有电阻加热装置(78)以及锆石层(77)；

所述保温壳体(71)的外侧设置有电阻加热装置(78)的供电装置(74)；所述保温壳体

(71)的两侧设置有拉杆(75)；所述拉杆(75)的一端与熔融炉体(2)内腔的顶部连接，另一端

与保温壳体(71)的中间位置铰接；所述拉杆(75)上设置有驱动保温壳体(71)转动的转动驱

动装置(76)；所述坩埚(72)的一侧设置有出液嘴(73)；所述出液嘴(73)延伸到保温壳体

(71)外；

所述熔液沉淀槽(8)位于熔融装置(7)的出液嘴(73)下方；所述熔液沉淀槽(8)底部设

置有出液管，所述出液管上设置有第一电磁阀门(81)；所述出液管穿过隔板(9)且位于金属

溶液过滤装置(10)的上方；

所述金属溶液过滤装置(10)底部设置有第二出液管(12)；所述第二出液管穿过熔融炉

体(2)底部；

所述熔融腔体的一侧设置有造渣剂添加装置(5)；所述熔融腔体的顶部设置有硅料添

加装置(3)以及惰性气体供气装置(4)；所述过滤腔体底部设置有出气管(11)；所述隔板(9)

上设置有透气孔(91)。

2.如权利要求1所述的二次硅料回收再利用工艺，其特征在于：所述金属溶液过滤装置

(10)包括过滤槽(10)、过滤网(6)；所述过滤槽(10)一侧设置有插口，所述过滤槽(10)内设

置有与插口滑动支撑板(13)；所述过滤网(6)依次穿过熔融炉体(2)、插口插入到内过滤槽

(10)内，且将过滤槽10的内腔分割为上部的入液腔和下部的出液腔。

3.如权利要求2所述的二次硅料回收再利用工艺，其特征在于：在步骤S3中碱洗液采用

氢氧化钠，PH值为8至9，碱洗温度为60℃到80℃。

4.如权利要求3所述的二次硅料回收再利用工艺，其特征在于：在步骤S5中酸洗液采用

氢氟酸和硝酸的混合溶液，其中硝酸和氢氟酸的质量百分比为(8～10):1。

5.如权利要求4所述的二次硅料回收再利用工艺，其特征在于：所述熔融炉体(2)的内

壁上设置有保温层。

6.如权利要求5所述的二次硅料回收再利用工艺，其特征在于：所述熔液沉淀槽(8)的
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外侧设置有第二电阻加热装置。
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二次硅料回收再利用工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及废弃硅料的回收利用，尤其是一种二次硅料回收再利用工艺。

背景技术

[0002] 众所周知的：废弃的硅料在进行回收利用时，必须去除硅料上的杂质。因此废弃硅

料在进行回收利用的过程中，需要经过多道工序。现有技术已有采用喷砂、泡沫浮选、离心

分离、高温熔融过滤等方法来去除硅料中的碳化硅、氮化硅或石墨等杂质，但这些方法运行

成本高，不易于进行批量生产，且由于处理得到的硅料除杂不够彻底，一般难以直接作为多

晶硅铸锭的原材料再次利用，故造成了极大的浪费。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供一种能够保证二次硅料除杂彻底，工艺简单的

二次硅料回收再利用工艺。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：二次硅料回收再利用工艺，包括以

下步骤：

[0005] S1、将二次硅料，通过打碎装置打碎成小块，小块的最小直径5mm，最大直径50mm；

[0006] S2、然后将二次硅料进行水洗；

[0007] S3、将水洗后的二次硅料进行碱洗；

[0008] S4、将酸洗后的二次硅料进行超声波清洗；

[0009] S5、将超声波清洗后的二次硅料进行酸洗；

[0010] S6、将酸洗后的二次硅料进行超声波清洗；

[0011] S7、将超声波清洗后的硅料烘干，然后采用硅料熔融装置进行去杂；

[0012] 所述硅料熔融包括底座以及安装在底座上的熔融炉体；所述熔融炉体具有内腔，

所述内腔内设置有隔板；所述隔板将内腔分割为上部的熔融腔体和下部的过滤腔体；

[0013] 所述熔融腔体内安装有熔融装置以及熔液沉淀槽；所述过滤腔体内设置有金属溶

液过滤装置；

[0014] 所述熔融装置包括保温壳体；所述保温壳体内设置有坩埚；所述保温壳体的内壁

与坩埚之间依次设置有电阻加热装置以及锆石层；

[0015] 所述保温壳体的外侧设置有电阻加热装置的供电装置；所述保温壳体的两侧设置

有拉杆；所述拉杆的一端与熔融炉体内腔的顶部连接，另一端与保温壳体的中间位置铰接；

所述拉杆上设置有驱动保温壳体转动的转动驱动装置；所述坩埚的一侧设置有出液嘴；所

述出液嘴延伸到保温壳体外；

[0016] 所述熔液沉淀槽位于熔融装置的出液嘴下方；所述熔液沉淀槽底部设置有出液

管，所述出液管上设置有第一电磁阀门；所述出液管穿过隔板且位于金属溶液过滤装置的

上方；

[0017] 所述金属溶液过滤装置底部设置有第二出液管；所述第二出液管穿过熔融炉体底
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部；

[0018] 所述熔融腔体的一侧设置有造渣剂添加装置；所述熔融腔体的顶部设置有硅料添

加装置以及惰性气体供气装置；所述过滤腔体底部设置有出气管；所述隔板上设置有透气

孔。

[0019] 进一步的，所述金属溶液过滤装置包括过滤槽、过滤网；所述过滤槽一侧设置有插

口，所述过滤槽内设置有与插口滑动支撑板；所述过滤网依次穿过熔融炉体、插口插入到内

过滤槽内，且将过滤槽的内腔分割为上部的入液腔和下部的出液腔。

[0020] 优选的，在步骤S3中碱洗液采用氢氧化钠，PH值为8至9，碱洗温度为60℃到80℃。

[0021] 优选的，在步骤S5中酸洗液采用氢氟酸和硝酸的混合溶液，其中硝酸和氢氟酸的

质量百分比为:1。

[0022] 进一步的，所述熔融炉体的内壁上设置有保温层。

[0023] 进一步的，所述熔液沉淀槽的外侧设置有第二电阻加热装置。

[0024] 本发明的有益效果是：本发明所述的二次硅料回收再利用工艺，由于步骤S1至步

骤S4每个单独的步骤均为现有的工艺步骤，因此工艺简单成熟，便于实现；

[0025] 其次，由于在步骤S7中采用硅料熔融装置进行高温熔融除杂，硅料熔融装置设置

有可以翻转的熔融装置，因此便于硅料的添加和熔融硅料的导出；其次，由于设置有熔融沉

积槽，因此在熔融沉积槽处通过添加造渣剂，可以使得硅料中的咋子形成杂渣沉积；然后通

过设置金属溶液过滤装置将杂渣过滤，从而实现对硅料的除杂。本发明所述的二次硅料回

收利用工艺工艺简便、成熟，同时便于彻底去除硅料中的杂质，保证硅料的二次利用，降低

成本。

附图说明

[0026] 图1是本发明实施例中二次硅料回收再利用工艺的流程图；

[0027] 图2是本发明实施例中硅料熔融装置的立体图；

[0028] 图3是本发明实施例中硅料熔融装置的俯视图；

[0029] 图4是图3中的A-A的剖视图；

[0030] 图5是本发明实施例中硅料熔融装置抽出滤网的结构示意图；

[0031] 图6是图3中B的局部放大图；

[0032] 图7是发明实施例中熔融装置的立体图。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0034] 如图1至图6所示，本发明所述的二次硅料回收再利用工艺，包括以下步骤：

[0035] S1、将二次硅料，通过打碎装置打碎成小块，小块的最小直径5mm，最大直径50mm；

[0036] S2、然后将二次硅料进行水洗；

[0037] S3、将水洗后的二次硅料进行碱洗；

[0038] S4、将酸洗后的二次硅料进行超声波清洗；

[0039] S5、将超声波清洗后的二次硅料进行酸洗；

[0040] S6、将酸洗后的二次硅料进行超声波清洗；
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[0041] S7、将超声波清洗后的硅料烘干，然后采用硅料熔融装置进行去杂；

[0042] 所述硅料熔融包括底座1以及安装在底座1上的熔融炉体2；

[0043] 所述熔融炉体2具有内腔，所述内腔内设置有隔板9；所述隔板9将内腔分割为上部

的熔融腔体和下部的过滤腔体；

[0044] 所述熔融腔体内安装有熔融装置7以及熔液沉淀槽8；所述过滤腔体内设置有金属

溶液过滤装置10；

[0045] 所述熔融装置7包括保温壳体71；所述保温壳体71内设置有坩埚72；所述保温壳体

71的内壁与坩埚72之间依次设置有电阻加热装置78以及锆石层77；

[0046] 所述保温壳体71的外侧设置有电阻加热装置78的供电装置74；所述保温壳体71的

两侧设置有拉杆75；所述拉杆75的一端与熔融炉体2内腔的顶部连接，另一端与保温壳体71

的中间位置铰接；所述拉杆75上设置有驱动保温壳体71转动的转动驱动装置76；所述坩埚

72的一侧设置有出液嘴73；所述出液嘴73延伸到保温壳体71外；

[0047] 所述熔液沉淀槽8位于熔融装置7的出液嘴73下方；所述熔液沉淀槽8底部设置有

出液管，所述出液管上设置有第一电磁阀门81；所述出液管穿过隔板9且位于金属溶液过滤

装置10的上方；

[0048] 所述金属溶液过滤装置10底部设置有第二出液管12；所述第二出液管穿过熔融炉

体2底部；

[0049] 所述熔融腔体的一侧设置有造渣剂添加装置5；所述熔融腔体的顶部设置有硅料

添加装置3以及惰性气体供气装置4；所述过滤腔体底部设置有出气管11；所述隔板9上设置

有透气孔91。具体熔融炉体2上还设置有抽真空装置，在附图中未画出。

[0050] 在对将超声波清洗后的硅料烘干，然后采用硅料熔融装置进行去杂的过程中：

[0051] 首先通过硅料添加装置3向熔融装置7内添加硅料，然后通过抽真空装置，将熔融

炉体2的内腔抽成真空；然后通过惰性气体供气装置4向炉内通入保护气体；

[0052] 通过熔融装置7将硅料融化，硅料融化后启动转动驱动装置76使得保温壳体71转

动，从而使得熔融硅料从坩埚72内倒出流入到熔液沉淀槽8内，然后通过造渣剂添加装置5

向熔液沉淀槽8内添加造渣剂；将熔融硅料在熔液沉淀槽8内静置一段时间后，然后打开电

磁阀门81使得熔融硅料流入到金属液过滤器中进行过滤，从而实现硅料的熔融过滤。

[0053] 综上所述，本发明所述的二次硅料回收再利用工艺，由于步骤S1至步骤S4每个单

独的步骤均为现有的工艺步骤，因此工艺简单成熟，便于实现；

[0054] 其次，由于在步骤S7中采用硅料熔融装置进行高温熔融除杂，硅料熔融装置设置

有可以翻转的熔融装置，因此便于硅料的添加和熔融硅料的导出；其次，由于设置有熔融沉

积槽，因此在熔融沉积槽处通过添加造渣剂，可以使得硅料中的咋子形成杂渣沉积；然后通

过设置金属溶液过滤装置将杂渣过滤，从而实现对硅料的除杂。本发明所述的二次硅料回

收再利用工艺工艺简便、成熟，同时便于彻底去除硅料中的杂质，保证硅料的二次利用，降

低成本。

[0055] 为了便于保证清洗彻底，具体的，在步骤S3中碱洗液采用氢氧化钠，PH值为8至9，

碱洗温度为60℃到80℃。在步骤S5中酸洗液采用氢氟酸和硝酸的混合溶液，其中硝酸和氢

氟酸的质量百分比为(8～10):1。

[0056] 为了便于对过滤杂质的清理，进一步的，所述金属溶液过滤装置10包括过滤槽10、
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过滤网6；所述过滤槽10一侧设置有插口，所述过滤槽10内设置有与插口滑动支撑板13；所

述过滤网6依次穿过熔融炉体2、插口插入到内过滤槽10内，且将过滤槽10的内腔分割为上

部的入液腔和下部的出液腔。

[0057] 为了避免熔融硅料离开熔融装置后温度下降出现凝固，进一步的，所述熔融炉体2

的内壁上设置有保温层。

[0058] 为了避免熔融硅料在熔液沉淀槽8内凝固，进一步的，所述熔液沉淀槽8的外侧设

置有第二电阻加热装置。
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